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CHG DATE=1 999061 7 STATUS=0>The microcircuit has an AI203 
baseplate (11) 

0.25mm thick with screen-printed conductors (15) on its topside to which a 
GaAs 

chip (10) is bonded under a ceramic cover (12). An In film (14) is 
flash-deposited on the underlying 15-micron Ag-Pd earth plane (13). The 

mjiraHtajrer printed circuit (2) has a heafariMk (20) sandwiched between 

epoxy 

boards (21,22) and overlaid with tinned thick-film conductive layers (23) 
forming an earth plane (24) of the same dimensions under another In film 
(25). 

120 microns of solder alloy (3) (80% In, 15% Pb, 5% Ag) having m.pt. 149 
deg.C 

are interposed with resinous flux (F) for corrosion prevention. ADVANTAGE 
20- 

No expensive alloy support structure is used and assembly is mounted on 
printed 

circuit despite different thermal expansion coeffts. of AI203 and epoxy 
resin. 
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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
(§1) Verfahren zur Montage einer Mikrostruktur und nach dem Verfahren montierte Mikrostruktur 

@ Urn auf efner gedruckten Schaltung eine Mikrostruktur (1) 
zu montiaren, die ein Substrat (11) hat, dessen Ausdeh- 
nungskoeffizient von demjenigen des Epoxidsubstrats (21, 
22) der gedruckten Schaltung (2) sehr verschieden ist, wird 
eine Lotplatte (3) eingefugt, deren Material ausretchend 
weich ist, urn die Ausdehnungsunterschiede aufzunehmen, 
und eine ausrelchend nledrige Schmelztemperatur hat, um 
zu vermeiden, da& die Mikrostruktur beschadigt wird, wenn 
der Zusammenbau dadurch erfolgt, daB die Lotplatte auf 
ihre Schmelztemperatur gebracht wird. Es konnen dann sehr 
kurze Verbindungen zwischen der Mikrostruktur und der 
gedruckten Schaltung hergestellt werden. Das Verfahren 
eignet sich insbesondere zur Montage von Hochstfrequenz- 
Mikrostrukturen vom AsGa-Typ auf einer gedruckten Schal- 
tung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Montage 
einer Mikrostruktur, insbesondere einer Hochstfre- 
quenz-Mikrostruktur vom AsGa-Typ, die einen Chip 5 
enthfilt, der auf ein isolierendes Substrat geklebt ist, das 
im allgemeinen aus Aluminiumoxid besteht und auf das 
durch Siebdruck Leiter aufgebracht sind, von denen ei- 
nige Hdchstfrequenzanschliisse bilden. Diese Mikro- 
strukturen werden allgemein M.M.I.G-Schaltungen ge- 10 
nannt; diese Abkurzung entspricht ihrer Bezeichnung in 
der angelsachsischen Literatur: Monolithic Microwave 
Integrated Circuit. 

Wenn eine Mikrostruktur in Zuordnung zu einer ge- 
druckten Schaltung montiert werden soil, ist es bekannt, 15 
die Mikrostruktur mit Indium-Blei-Silber auf einen me- 
tallischen Trager aus Kovar zu ISten, den Kovar-Trager 
auf dem Gestel! zu befestigen, auf dem auch die ge- 
druckte Schaltung befestigt ist, und die Verbindungen 
zwischen der Mikrostruktur und der gedruckten Schal- 20 
tung mittels abgeschirmter Kabel und fur die anderen 
Anschlusse im allgemeinen mit Hilfe von Silberbandern 
herzustellen. Diese Art der Montage weist verschiedene 
Nachteile auf. Das Kovar, das als starrer Trager und zur 
Wirmeabfuhr dieru, wird deshalb gewahlt, weil es einen 25 
ahnlichen Warmeausdehnungskoeffizient wie Alumini- 
umoxid hat; es ist jedoch ein teures und schwierig zu 
bearbeitendes Material. Wegen der Lange der Verbin- 
dungen zwischen der Mikrostruktur und der gedruckten 
Schaltung mttssen, betrachtliche Vorkehrungen getrof- 30 
fen werden, urn Funktionsmangel zu vermeiden, die ins- 
besondere durch Strahlungen und ungewollte Induktivi- 
taten und Kapazitaten verursacht werden, und jede 
Schaltung erfordert eine besondere Einstellung, damit 
sie richtig arbeiten kann. 35 

Die Erfindung hat zum Ziel, diese Nachteile zu verr 
meiden oder zumindest zu vermindern. Dies wird durch 
ein Verfahren erreicht, das es ermSglicht, keinen Kovar- 
Trager zu verweaden und die Mikrostruktur trotz der 
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten des Alu- 40 
miniumoxids der Mikrostruktur und des Epoxid-Tragers 
der gedruckten Schaltung auf der gedruckten Schaltung 
zu montieren. 

Nach der Erfindung ist ein Verfahren zur Montage 
einer Mikrostruktur mit einem Chip, einem isolierenden 45 
Substrat, auf das der Chip geklebt ist, durch Siebdruck 
auf das Substrat aufgebrachten Leitern, von denen we- 
nigstens einige AnschlQsse der Mikrostruktur bilden, 
und mit einer Masseebene, die eine geringere Dicke als 
das Substrat hat, dadurch gekennzeichnet, daB zur Mon- 50 
tage der Mikrostruktur auf einer gedruckten Schaltung 
die gedruckte Schaltung mit einer Masseebene verse- 
hen wird, die die gleichen Abmessungen wie die Mas- 
seebene der Mikrostruktur hat, daB ein Formteil mit den 
Abmessungen der Masseebenen hergestellt wird, das 55 
von einer Lotplatte aus weichem Material mit einer Dik- 
ke in der Gr6Benordnung von 100 u,m oder mehr be- 
steht und eine Schmelztemperatur in der GrflBenord- 
nung von 200° C oder weniger hat, daB das Formteil 
zwischen den beiden Masseebenen angeordnet und zum 60 
Schmelzen gebracht wird, und daB dann Verbindungen 
zwischen den Anschlussen der Mikrostruktur und ent- 
sprechenden Anschlussen der gedruckten Schaltung 
hergestellt werden. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung erge- 65 
ben sich aus der folgenden Beschreibung eines Ausfiih- 
rungsbeispiels, das in der Zeichnung dargestellt ist Dar- 
in zeigen: 
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Fig. 1 eine Schnittansicht verschiedener Bestandteile, 
die bei dem erfindungsgemaBen Verfahren verwendet 
werden, und 

Fig, 2 eine Draufsicht auf eine Mikrostruktur, die 
nach dem erfindungsgemaBen Verfahren montiert wor- 
den ist 

In den Figuren sind entsprechende Teile mit den glei- 
chen Bezugszeichen bezeichnet Um bestimmte Ele- 
mente besser erkennen zu lassen, sind die GrOBenver- 
haitnisse zwischen den verschiedenen Elementen nicht 
eingehalten worden. 

Fig. 1 zeigt in einer Schnittansicht in der Ebene X-X 
von Fig. 2 eine AsGa-H6chstfrequenz-Mikrostruktur 1, 
eine gedruckte Schaltung 2, ein Formteil 3 und eine 
Heizplatte 4. Diese Teile kommen bei einem Ausfuh- 
rungsbeispiel des erfindungsgemaBen Verfahrens zur 
Anwendung. 

Die Mikrostruktur 1 enthalt einen Chip 10 mit dessen 
Keramikhaube 12 und dessen isolierendem Substrat, das 
durch eine Aluminiumoxid-Platte 11 mit einer Dicke 
von 0,25 mm gebildet ist Die Oberseite der Aluminium- 
oxid-Platte 11, auf die der Chip 10 geklebt ist, tragt 
Leiter 15, die durch Siebdruck erhalten worden sind; ein 
Teil dieser Leiter 15 bildet die Anschlusse des Chips. 
Eine Schicht aus einer Mischung von Silber und Palladi- 
um mit einer Dicke von \5\im f die durch Siebdruck 
erhalten worden ist, bedeckt die Unterseite der Alumini- 
umoxid-Platte ll t um eine Masseebene 13 zu bilden. 
Metallisierte Ldcher, wie das mit Pi bezeichnete, sind 
durch die Aluminiumoxid-Platte 11 hindurchgefuhrt, um 
eine elektrische und thermische Verbindung herzustel- 
len, die die Warmeabfuhr vom Chip 10 zu der Massee- 
bene 13 ermoglicht 

Eine der Stufen des Montageverfahrens, von dem 
weitere Stufen spater erlautert werden, besteht darin, 
durch Aufschmelzen mit Hilfe eines Latkolbens einen 
Indiumfilm 14 auf die Masseebene 13 aufzubringen; die- 
ses herkdmmliche Auftragsverfahren wird manchmal 
"flashen^genannt 

Die gedruckte Schaltung 2 ist bei dem beschriebenen 
Beispiel eine Vierschicht-Druckschaltung mit einer 
Warmesenke 20, die zwischen zwei Epoxidplatten 21, 22 
angebracht ist; die ganze Anordnung hat eine Dicke von 
1,6 mm Es ist nur der Teil der gedruckten Schaltung 
gezeichnet und im einzelnen beschrieben, der zwischen 
der Warmesenke 20 und der Flache liegt, auf der die 
Mikrostruktur 1 montiert werden soli; der tibrige Teil ist 
in Fig. 1 nur durch die Epoxidplatte 22 dargestellt Die 
Epoxidplatte 21 ist mit Leiterschichten 23 bedeckt, die 
durch Siebdruck und anschlieBendes Verzinnen erhal- 
ten worden sind; diese Schichten 23 bilden insbesondere 
eine Masseebene 24 mit den Abmessungen der Massee- 
bene 13 der Mikrostruktur. Durch die Epoxidplatte 21 
sind metallisierte Ldcher, wie das Loch Qi, hindurchge- 
fuhrt, um eine thermische Verbindung zu bilden, die die 
WarmeUbertragung zwischen der Masseebene 24 und 
der Warmesenke 20 ermdglicht 

Eine weitere Stufe des Montageverfahrens besteht 
darin, durch Aufschmelzen mit Hilfe eines Latkolbens 
einen Indiumfilm 25 auf die Masseebene 24 aufzubrin- 
gen. 

Der Zusammenbau der Mikrostruktur 1 und der ge- 
druckten Schaltung 2, die vorstehend anhand von Fig. 1 
beschrieben worden sind, ergibt ein gr6Beres Problem, 
da es sich darum handelt, zwei Platten, die aus Materia- 
lien mit sehr verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten 
bestehen, praktisch unmittelbar miteinander zu verbin- 
den, namlich die Aluminiumoxid-Platte 11 und die Ep- 
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oxidplatte 21. Zur LSsung dieses Problems wird vorge- 
schlagen, zwischen die Platten 11 und21 ein Leitermate- 
rial von ausreichender Dicke einzubringen, das ausrei- 
chend weich ist, urn die Ausdehnungsunterschiede zwi- 
schen diesen beiden Platten bei Temperaturanderungen 5 
aufzunehmen. HierfOr ist bei dem beschriebenen Bei- 
spiel eine Ldtplatte mit einer Dicke von 120 jim gewahlt 
worden, die aus einer Indium-Blei-Silber-Legierung mit 
80% Indium, 15% Blei und 5% Silber besteht, deren 
Schmelzpunkt bei 149° C liegt; diese ist das Formteil 3 10 
von Fig. 1. Dieses Formteil ist auf die Abmessungen der 
Masseebenen 13 der Mikrostruktur 1 zurechtgeschnit- 
ten. 

Wenn die Mikrostruktur 1, die gedruckte Schaltung 2 
und das Formteil 3 in der zuvor beschriebenen Weise 15 
vorbereitet worden sind, kdnnen sie zusammengebaut 
werden. Zu diesem Zweck wird die gedruckte Schaltung 
auf die Heizplatte 4 aufgelegt das Formteil 3 wird auf 
der mit Indium bedeckten Masseebene 24 positioniert, 
und die Masseebene 13 wird auf dem Formteil 3 positio- 20 
niert Die temperaturgeregelte Heizplatte wird auf eine 
Temperatur von 170°C eingestellt, urn ein Schmelzen 
des Formteils zu verursachen. Dieser Vorgang, der ein 
Ldtvorgang ist, erfolgt mit einer Zufuhr von maBig akti- 
viertem harzigem FluBmittel, urn eine Korrosion zu ver- 25 
meiden; diese Zufuhr von harzigem FluBmittel erfolgt 
mit Hilfe eines feinen Pinsels oder Strahls am Umfang 
des Formteils 3, wie in Fig. 1 durch einen Doppelpfeil F 
angedeutet ist In dieser Figur sind die Mikrostruktur 1, 
das Formteil 3 und die gedruckte Schaltung 2 getrennt 30 
voneinander dargestellt, damit sie besser unterschieden 
und leichter beschrieben werden kdnnen; sie sind natur- 
lich wahrend des Ldtvorgangs auf der Heizplatte zu- 
sammengefugt 

Wenn das Ldten auf der Heizplatte beendet ist, mils- 35 
sen noch die Verbindungen zwischen den Anschlussen 
der Mikrostruktur und den entsprechenden AnschlUs- 
sen der gedruckten Schaltung hergestellt werdea Fig. 2 
zeigt in Draufsicht die Mikrostruktur 1 von Fig. 1 mit 
ihren Leitern 15, nachdem sie auf der gedruckten Schal- 40 
tung 2 montiert worden ist In dieser Figur beschrankt 
sich die Darstellung der gedruckten Schaltung 2 darauf, 
daB in gestrichelten Linien ihre Anschliisse, wie der An- 
schluB Ci, dargestellt sind, die mit den Anschlussen, wie 
dem AnschluB Ai, der Mikrostruktur 1 zu verbinden 45 
sind Diese Verbindungen werden mit Bandern aus rei- 
nem Silber hergestellt, die an ihren beiden Enden mit 
einem Ldtkolben an der Mikrostruktur und an der ge- 
druckten Schaltung angelStet werden. 

Die Erfindung ist nicht auf das beschriebene Beispiel 50 
beschrankt; sie eignet sich dafiir, auf einer gedruckten 
Schaltung jede Mikrostruktur zu montieren, die ein iso- 
lierendes Substrat sowie eine Masseebene hat, deren 
Dicke klein gegen die Dicke des Substrats ist; das Ver- 
fahren umfaBt das EinfOgen eines von einer Ltitplatte 55 
gebildeten Formteils zwischen die Masseebene der Mi- 
krostruktur und eine identische Masseebene, die auf der 
gedruckten Schaltung angeordnet ist und es umfaBt an- 
schlieflend das Schmelzen des Formteils bei einer Tem- 
peratur in der GrdBenordnung von 200° C oder weniger, 60 
urn die Gefahr einer Beschadigung der Mikrostruktur 
zu vermeiden; das Formteil muB aus einem weichen 
Material bestehen und eine Dicke in der GroBenord- 
nung von 100 um oder mehr haben, damit es die Aus- 
dehnungsunterschiede zwischen der Mikrostruktur und 65 
der gedruckten Schaltung aufnimmt In Abhangigkeit 
von den fQr die Bildung des Formteils verwendeten Ma- 
terialien und der fQr die Montage gewtaschten Gate 
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kann gegebenenfalls das Aufbringen der Indiumfilme 14 
und 25 auf die Masseebenen 13 bzw. 24 entf alien. 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur Montage einer Mikrostruktur mit 
einem Chip (10), einem isolierenden Substrat (11), 
auf das der Chip geklebt ist, durch Siebdruck auf 
das Substrat aufgebrachten Leitern (15), von denen 
wenigstens einige Anschltlsse (Ai) der Mikrostruk- 
tur (1) bilden, und mit einer Masseebene (13), die 
eine geringere Dicke als das Substrat hat, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Montage der Mikro- 
struktur auf einer gedruckten Schaltung (2) die ge- 
druckte Schaltung mit einer Masseebene (24) ver- 
sehen wird, die die gleichen Abmessungen wie die 
Masseebene (13) der Mikrostruktur hat, daB ein 
Formteil (3) mit den Abmessungen der Masseebe- 
nen hergestellt wird, das von einer Lfltplatte aus 
weichem Material mit einer Dicke in der GroBen- 
ordnung von 100 p.m oder mehr besteht und eine 
Schmelztemperatur in der GroBenordnung von 
200° C oder weniger hat daB das Formteil (3) zwi- 
schen den beiden Masseebenen (13, 24) angeordnet 
und zum Schmelzen gebracht wiri und daB dann 
Verbindungen (Bi) zwischen den Anschlussen (Ai) 
der Mikrostruktur und entsprechenden AnschlOs- 
sen (Ci) der gedruckten Schaltung hergestellt wer- 
den. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Formteil ein Formteil (3) auf der 
Basis von Indium verwendet wird und daB vor dem 
Einbringen des Formteils zwischen die beiden Mas- 
seebenen (13, 24) durch Aufschmelzen ein Indium- 
film (14, 25) auf jede der beiden Masseebenen auf- 
gebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Formteil (3) eine Dicke von 
120 jim hat 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Formteil (3) dadurch zum Schmel- 
zen gebracht wird, daB die gedruckte Schaltung (2) 
auf eine Heizplatte (4) aufgelegt wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprtlche, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbin- 
dungen (Bi) mittels Bandern aus reinem Silber her- 
gestellt werden, die an ihren beiden Enden jeweils 
an einem der AnschlOsse (Ai) der Mikrostruktur (1) 
und an dem entsprechenden AnschluB (Ci) der ge- 
druckten Schaltung (2) angeldtet werdea 

6. Mikrostruktur, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
nach dem Verfahren gemafl einem der vorherge- 
henden Ansprtlche auf einer gedruckten Schaltung 
(2) montiert ist 
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